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Abstract of US20031 02961 



A receiving/backscattering arrangement for carrying 
out a contactless data transmission includes an 
integrated circuit having two antenna contacts, a 
series arrangement of three high quality 
capacitances connected between the two antenna 
contacts, whereby the middle capacitance is an 
MOS varactor, a controllable variable voltage 
source connected across the MOS varactor, and a 
control unit that controls the voltage source. The 
receiving/backscattering arrangement is especially 
a passive transponder with a rectifier connected 




between the antenna contacts, or a semi-passive 
transponder including a battery or solar cell, to 
provide the required supply voltage for the circuit. 
The arrangement achieves a large communication 
range, for receiving and modulating an interrogation 
signal, and backscattering the modulated response 
signal with a high efficiency and low losses. The 
integrated circuit structure is compact and 
economical 
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(54) Sende- und Empfangseinrichtung fur eine kontaktlose Datenubertragung 



(57) Bekannte Sende- und Empfangseinrichtung fur 
eine kontaktlose Datenubertragung mittels einer 
Ruckstreuung weisen einen geringen Wirkungs- 
grad und eine geringe Reichweite insbesondere bei 
Verwendung in passiven Transpondem auf. 

Mit der neuen Sende- und Empfangseinrichtung 
wird mittels einer Serienschaltung aus drei Kapazi- 



taten (C1 -C3) mit hoher Gute, wobei die mlttlere Ka- 
pazitat ein MOS-Varaktor (L2) ist, eine gro3e Kom- 
munikationsreichweite bei einer Ruckstreuung ei- 
nes Fragesignals, insbesondere bei Verwendung in 
passiven Transpondem (SE1 ) erreicht. 
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Beschreibung 

[0001 ] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sende- 
und Empfangseinrichtung fur eine kontaktlose Daten- 
ubertragung, gemaB dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1 . 

[0002] Ein derartige Sende- und Empfangseinrich- 
tung ist aus der Druckschrift EP 599 143 A2 bekannt. 
Hierbei wird mittels einer spannungsgesteuerten Kapa- 
zitat eines sogenannten "Varaktors" eine Phasenmodu- 
lation erzeugt, mit der ein von ein em ersten Abfragera- 
tes ausgesendetes Abfragestgnal von einem Antwort- 
gerat ruckgestreut wird. Nachteilig ist, daB die offenbar- 
te Sende- und Empfangseinrichtung eine geringen Wir- 
kungsgrad aufweist und hierdurch die Kommunikations- 
reichweite erheblich einschrankt wird. Ferner ist nach- 
teilig, daft die Hersteilung der Sende- und Empfangs- 
einrichtung durch den diskreten Aufbau sehr 
kostenintensiv ist. 

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei- 
ne Sende- und Empfangseinrichtung fur eine kontaktlo- 
se Datenubertragung anzugeben, die einen hohen Wir- 
kungsgrad aufweist und die einfach und kostengunstig 
herstellbar ist. 

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaG durch 
eine Vorrichtung der eingangs genannten Art mit den 
Merkmaien des Patentanspruches 1 gelost. Gunstige 
Ausgestaltungsformen sind Gegenstand von Unteran- 
spruchen. 

[0005] Hiernach besteht das Wesen der Erfindung 
darin, daB von einer Sende- und Empfangseinrichtung 
die Impedanz der Eingangsantenne mit geringen Vertu- 
sten geandert wird. Hierbei streut die Sende- und Emp- 
fangseinrichtung ein Fragesigna! als Antwortsignal mo- 
duliert zuruck, wobei die Sende- und Empfangseinrich- 
tung eine integrierte Schaltungsanordnung mit wenig- 
stens zwei Kontaktflachen zum AnschluB einer Antenne 
enthalt und die integrierte Schaltungsanordnung zur 
Steuerung des ruckgestreuten Anteils des Fragesignais 
zwischen den Kontaktflachen eine Serienschaltung aus 
einer ersten, einer zweiten und einer dritten Kapazitat 
enthalt, und hierbei die zweite Kapazitat ein Varaktor ist. 
Ferner ist es vorteilhaft, wenn die zweite Kapazitat ein 
M OS- Varaktor ist. 

[0006] Ein Vorteil der neuen Sende- und Empfangs- 
einrichtung besteht darin, daB sbh die Impedanz bzw. 
die Ruckstreuleistung bei einer Datenubertragung im 
Hochfrequenzbereich, beispielsweise bei 868 MHz, be* 
sonders wirkungsvoll verandem laBt, in dem die Verluste 
durch Parasiten unterdruckt werden. Untersuchungen 
der Anmelderin haben gezeigt, daB sich mittels des 
MOS-Varaktors die Gute des Antenneschwingkreises 
wesentlich erhoht. Hierdurch wird die Kommunikations- 
reichweite gesteigert. Ferner wird durch die erste und 
dritte Kapazitat eine Beeinflussung des Antennenkrei- 
ses bei Anlegen einer Modulationsspannung an den 
Varaktor unterdruckt, da die Frequenz der Modulations- 
spannung wesentlich kleiner ats die Frequenz des Tra- 



gersignals ist. Ferner wird durch die Integration der Ka- 
pazitaten in die integrierte Schaltung die Kosten des Zu- 
sammenbaus der Sende- Und Empfangseinrichtung er- 
heblich gesenkt. 

5 In einer Weiterbildung der Sende- und Empfangsein- 
richtung enthalt die integrierte Schaltungsanordnung 
zur Erzeugung einer Impedanzanderung des MOS-Var- 
aktors eine steuerbare Spannungsquelle. Hierdurch 
laBt sich besonders vorteilhaft die Ruckstreuleistung 

10 verandem. wobei das ruckgestreute Fragesignal eine 
Phasenmodulationskomponente enthalt. Dies ist vor- 
teilhaft, da eine Datenubertragung mittels einer Phasen- 
modulation stdrunempfindlicherist, als eine Datenuber- 
tragung durch eine Last- Oder Amplitudenmodulation. 

is Untersuchungen der Anmelderin haben gezeigt, daB 
sich eine zuverlassige Datenubertagung und eine hone 
Datenrate ergibt sofem die imaginSre Phasenmodula- 
tionskomponente symmetrisch bezuglich der Real- 
teitachse liegt. Ferner enthalt die Sende- und Emp- 

20 fangseinrichtung eine Gleichrichtereinheit, die mittels 
Absorption des empfangenen Tragersignals eine Ver- 
sorgungsspannung fur die integrierte Schaltungsanord- 
nung erzeugt. Hierdurch erubrigt sich eine Versor- 
gungsspannungseinheit und die Sende- und Empfangs- 

25 einrichtung lasst sich beispielsweise vorteilhaft als so- 
genannter passiver Transponder verwenden. Des Wei- 
teren lasst sich mittels der Gleichrichtereinheit in Ver- 
bindung mit der Steuereinheit das empfangene Frage- 
signal demodulieren und die mit dem Fragesignal uber- 

30 tragenen Daten extrahieren. Ferner ist es vorteilhaft ein 
Oder mehrere Sensoren zum Messen von Umgebungs- 
daten, wie beispielsweise Druck, Temperatur, Be- 
schleunigung usw. zu integrieren. Hierdurch lasst sich 
nach dem Empfang eines Tragersignals die von der 

35 Transpondereinheitermitteften Umgebungsdaten an ei- 
ne das Tragersignal aussendende Basisstation ubermit- 
teln. 

[0007] In einer anderen Weiterbildung enthalt die 
Sende- und Empfangseinrichtung eine Versorgungs- 

40 spannungseinheit zur Erzeugung einer Versorgungs- 
spannung. Untersuchungen der Anmelderin haben ge- 
zeigt, dass sich die Versorgungsspannung besonders 
vorteilhaft mittels Batterien, insbesondere in einer Foli- 
enausfuhrung, erzeugen lasst. Ferner lasst sich die Ver- 

45 sorgungsspannung auch mittels anderen chemischen 
als auch physlkalische Spannungsquetlen erzeugen. 
Insbesondere ist es vorteilhaft die Versorgungsspan- 
nung mittels einer Solarzelie oder mittels eines Piezo- 
elementes zu erzeugen. Durch die Ausfuhrung der Sen- 

50 <je - und Empfangsseinheit als Ruckstreueinrichtung 
wird zum Senden des Antwortsignals, d.h. zum modu- 
lierten Zuruckstreuen des Fragesignais bzw. des Tra- 
gersignals nur wenig Energie bendtigt. Im Unterschied 
zu einer aktiven Sendeeinheit weist die integrierte 

55 Schaltung, als auch die gesamte Sende- und Emp- 
fangseinrichtung einen sehr geringen Stromverbrauch 
auf. Ferner wird von der Sende- und Empfangseinrich- 
tung zur Erzeugung der Versorgungsspannung keine 
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Energie aus dem Tragersignal absorbiert. Hierdurch er- 
ubrigt sich die GJeichrichtereinheit und die Kommunika- 
tionsreichweite lasst sich durch den vergroBerten 
Riickstreuanteil des empfangenen Tragersignals we- 
sentlich erhohen. Ferner ist es vorteilhaft, dass die Sen- 
de- und Empfangseinrichtung eine Signaldetektorein- 
heit enthalt, die beispielsweise als sogenannte RSSI 
(received signal strengt indicator) ausgefuhrt ist. Hier- 
durch lasst sich die Starke des empfangenen Tragersi- 
gnal bestimmen und insbesondere als Mass fur die 
Kommunikationssicherheitbzw. zurSteuerung der H6- 
he des Modulationshubes d.h. die Hone der Modulati- 
onsspannung verwenden. Ferner lasst sich mit der Si- 
gnaldetektoreinheit in Verbindung mit der Steuereinheit 
das empfangene Fragesigna! demodulieren und die 
ubertragenen Daten extrahieren. 
In einer anderen Weiterbildung ist es vorteilhaft, enthatt 
die Sende- und Empfangseinrichtung einen Oder meh- 
rere Sensoren, um mittels den Sensoren Umgebungs- 
daten zu ermitteln. Sofem notwendig lasst sich die 
Spannungsversorgung der Sensoren mittels der Ver- 
sorgungsspannungseinheit durchfuhren. Eine Auswer- 
tung der ermittelten Umgebungsdaten, beispielsweise 
Temperatur odor Druck, lasst sich durch die Kontrollein- 
heit innerhalb der integrierten Schaltung durchfuhren 
und anschlieBend an eine weitere Sende- Empfangs- 
einrichtung ubermitteln. Ferner ist es auch vorteilhaft, 
die durch die Sensoren ermittelten Umgebungsdaten di- 
rekt, d.h. ohne weitere Auswertung innerhalb der Sen- 
de- und Empfangseinrichtung, beispielsweise als soge- 
nannter semi-passiver Transponder, an eine weitere 
Sendeund Empfangseinrichtung, beispielsweise einer 
Basisstation, zu ubertragen. Die Obertragung der Um- 
gebungsdaten lasst sich beispielsweise erst nach einer 
der Aufforderung mittels eines Fragesignals der Basis- 
station durchfuhren. Hiermit lassen sich kostengunstige 
Kommunikationssysteme aufbauen die beispielsweise 
den Reifendruck an einem Kraftfahrzeug messen und 
die gemessenen Werte an die Basisstation ubertragen. 
Als Sensoren zur Bestimmung der Umgebungstempe- 
ratur lassen sich in vorteilhafter Weise Halbleiterdioden 
verwenden.. Derartige Dioden sind einfach und kosten- 
gunstig in die integrierte Schaltung zu integrieren. Wei- 
tertiin vorteilhaft ist eine Speichereinheit, die als fluch- 
tiger Oder nichtfluchtiger Speicher ausgefuhrt ist, zu in- 
tegrieren. Hierdurch lassen sich mehrere Umgebungs- 
daten und oderderen zeitlichen Verlauf ermitteln und in 
der Speichereinheit ablegen. Das Ubertragen der Um- 
gebungsdaten lasst sich hierdurch zu einem spateren 
Zeitpunkt durchfuhren. 

[0008] In einer Weiterbildung des Sende- und Emp- 
fangseinrichtung ist es vorteilhaft, sofem die erste und 
die dritte Kapazitat aus jeweils drei ubereinanderiiegen- 
de leitfahigen Schichten die auf einem Halblertertrager 
aufgebracht sind, enthalt, und zwischen der ersten und 
der zweiten leitfahigen Schicht eine dielektrische 
Schicht und zwischen der zweiten und derdritten leitfa- 
higen Schicht eine Isolationsschicht eingezogen ist. 



Ferner ist es vorteilhaft, die dritte leitfahige Schicht nie- 
derohmig an ein Bezugspotential anzuschlieBen. Des 
Weiteren ist es vorteilhaft, daB die dritte leitfahige 
Schicht in ihrer flachenhaften Ausdehnung groBer als 
5 die erste oderdie zweite leitfahige Schicht ist. Ferner ist 
es vorteilhaft, daB die erste und die zweite Kapazitat ei- 
ne gemeinsame dritte leitfahige Schicht aufweisen. 
Hierdurch wird die Gute derseriellen Kapazitatsanord- 
nung gesteigert und die Kommunikationsreichweite er- 
10 hoht. 

Die angegebene Sende- und Empfangseinrichtung laBt 
sich in besonders vorteilhafter Weise zum Aufbau einer 
Kommunikationseinrichtung bestehend aus der Sende- 
und Empfangseinrichtung, beispielsweise ein Trans- 
« ponder, zum Riickstreuen eines von einer ersten Sen- 
de- und Empfangseinrichtung, beispielsweise eine Ba- 
sisstation, ausgesendeten Fragesignals verwenden. 
Insbesondere bei Verwendung von passiven Transpon- 
dern, d.h. Transpondern, die die Energie zur Versor- 
?o gung der integrierten Schaltung aus dem elektromagne- 
tischen Feld der Basisstation beziehen, laBt sich mit der 
Serienschaltung der Kapazitaten in Verbindung mit de- 
ren hohen Guten, eine Erhohung der Kommunikations- 
reichweite auf mehrere Meter erzielen. Eine weitere Er- 
*s hohung der Kommunikationsreichweite lasst sich mit- 
tels einer semi-passiven Transponderausfuhrung erzie- 
len. Hierbei wird keine Energie aus dem HF-Feld zur 
Versorgung der anderen Einheiten, wie beispielsweise 
der Steuereinheit, benotigt. Untersuchungen der An- 
30 melderin haben gezeigt, dass sich insbesondere bei ei- 
ner semi-passiven Transponderausfuhrung mittels ei- 
nes Piezoelementes zur Erzeugung der Versorgungs- 
spannung, eine kostengunstige und umweltschonende 
Moglichkeit zur Kontrolle des Reifendruckes bei Kraft- 
35 fahrzeugen herstellen lasst. 

[0009] Die erfindungsgemaBe Vorrichtung soil nach- 
folgend anhand der Ausfuhrungsbeispiele im Zusam- 
menhang mit mehreren schematisierten Zeichnungen 
ertautert werden. Es zeigen, die 

40 

Fig. 1a eine Sende- und Empfangseinrichtung mit ei- 
ner Serienschaltung von Kapazitaten am An- 
tenneneingang der integrierten Schaltung, 
und 

« Fig. 1b eine Sende- und Empfangseinrichtung und 
mit einer Serienschaltung von Kapazitaten 
und einer Versorgungsspannungseinheit, 
und 

Fig. 2a ein Querschnitt der Schichtabfolge der Kapa- 
50 zitat der integrierten Schaltungsanordnung, 

und 

Fig. 2b eine Draufsicht auf die layouteten Kapazita- 
ten. 

55 [0010] In Figur 1a ist eine Hochfrequenz-Komrnuni- 
kationseinrichtung fur eine bidirektionale, kontaktlose 
Datenubertragung bestehend aus einer Sende- und 
Empfangseinrichtung SE2, beispielsweise eine Basis- 
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station, und einer Sende- und Empfangseinrichtung 
SE1, beispietsweise ein passiver Transponder, darge- 
stelft. Hierbei wird von der Sende- und Empfangsein- 
richtung SE2 ein Fragesignal mittels einer Sendeanten- 
ne SA1 ausgesandt, welches von der Sende- und Emp- 
fangseinrichtung SE1 als Antwortsignal moduliert und 
ruckgestreut wird. Von der Sende- und Empfangsein- 
richtung SE2 wird das ruckgestreute Signal mittels einer 
Antenne SA2 empfangen. Im Folgenden wird der Auf- 
bau der Sende- und Empfangseinrichtung SE1 erlau- 
tert. 

[0011] Die Sende- und Empfangseinrichtung SE1 
weist eine Dipolantenne DM und eine integrierte Schal- 
tung IC auf. Hierbei ist die Dipolantenne DI1 mittels den 
beiden Kontakten A1 und A2 mitder integrierten Schal- 
tung IC verbunden. Innerhaib der integrierten Schaitung 
IC ist der Kontakt A1 mittels der Leltung LM1 mit einem 
Bezugspotential, der Kontakt A2 mit der Leitung LM2 
verschaltet. Des Weiteren ist mil der Leitung LM1 und 
der Leitung LM2 eine Serienschattung aus einen ersten 
Kapazitat C1 , einem MOS-Varaktor C2 und einer Kapa- 
zitat C3. Hierbei weist die Serienschaltung zwischen der 
Kapazitat C1 und der Kapazitat C2 den Knoten K1 und 
zwischen der Kapazitat C2 und der Kapazitat C3 den 
Knoten K2 auf. Mit den Knoten K1 und K2 ist eine steu- 
erbare Spannungsquelle SP verschaltet.. die an den 
Varaktor C2 eine Spannung VMOD anlegt. Ferner ist mit 
der Leitung LM1 und der Leitung LM2 ein Gleichrichter 
GL verschaltet. Der Gleichrichter GL ist mit einer Lei- 
tung L1 mit einer Steuereinheit CU verschaltet. Femer 
ist der Gleichrichter GL mit der Spannungsquelle SP 
verschaltet. Die Steuereinheit CU ist mit der Leitung 
LM2 verschaltet. Ferner ist die Steuereinheit CU mit ei- 
ner Leitung SL1 mit der steuerbaren Spannungsquelle 
SP verschaltet. 

Im Folgenden wird die Funktionsweise der Sende- und 
Empfangseinrichtung SE1 erlautert. Mittels der Dipolan- 
tenne DM wird das von der Sende- und Empfangsein- 
richtung SE2 ausgesendete HF-Signal von dem Trans- 
ponder empfangen. Hierbei wird ein Teil des Signals ab- 
sorbiert und mittels des Gleichrichter GL eine Versor- 
gungsspannung fur die integrierte Schaltungsanord- 
nung IC erzeugt. Ein anderer Teil des empfangenen Si- 
gnal wird zu ruckgestreut. Femer enthalt die Gleichrich- 
tereinhelt GL einen Signaldetektor (RSSI). Wobei der 
Ausgang des Signaldedektors der Steuereinheit CU 
uber die Leitung L1 , die als Busleitung ausgebildet ist, 
zugefuhrt. Bei einer ausreichenden Versorgungsspan- 
nung wird von der Steuereinheit CU mittels der Span- 
nungsquelle SP die Spannung VMOD an den MOS-Var- 
aktor C2 angelegt. Mit Hone der Spannung VMOD wird 
die Kapazitat des MOS-Varaktors C2 geandert. Hier- 
durch wird die Impedanz der gesamten mit der Leitung 
LM1 und der Leitung LM2 verbunden Schaltungsteile 
geandert. Mittels der Impedanzanderung wird der Anteil 
der absorbierten bzw. ruckgestreuten Signals geandert. 
Die Anderung des ruckgestreuten Anteils erzeugt eine 
Phasenmodulation des zu ruckgestreuten Signals. Hier- 



bei ist die Frequenz der Spannung VMOD klein gegen- 
uberder Frequenz des empfangenen HF-Signals. Hier- 
durch laBt sich mittels den Kapazitaten C1 und C3 eine 
BeeinfluBung des auf den Leitungen LM1 und LM2 lie- 
5 genden HF-Signals unterdrucken. Urn die Verluste der 
Anordnung zu verringem, werden in der Serienschal- 
tung der Kapazitaten C1 bis C3 vorzugsweise Konden- 
satoren mit einer hohen Gute, d.h. mit einen geringen 
Realteil und hohem Imaginarteil, eingesetzt. Hierdurch 
10 wird erreicht, daB eine wirkungsvolle Phasenmodulati- 
on durch die Spannung VMOD erzeugt wird. Ferner wird 
die Reichweite fur die Datenubertragung erhoht, da die 
Signalabsorption im Wesentlichen durch den Gleich- 
richter GL und nichtin der Serienschaltung derKonden- 
15 satoren erfolgt. 

[0012] In Figur 1b ist eine Sende- und Empfangsein- 
richtung SE3, beispielsweise ein semi-passiver Trans- 
ponder, dargestellt. Hierbei wird von der Sende- und 
Empfangseinrichtung SE2 ein Fragesignal ausgesandt, 
welches von der Sende- und Empfangseinrichtung SE3 
als Antwortsignal moduliert und ruckgestreut wird. Von 
der Sende- und Empfangseinrichtung SE2 wird das 
ruckgestreute Signal empfangen. Im Folgenden wird 
der Aufbau der Sende- und Empfangseinrichtung SE3 
erlautert, soweit dieservon dem Aufbau der Sende- und 
Empfangseinrichtung SE1 abweicht. 
[0013] Innerhaib der integrierten Schaitung IC ist der 
Kontakt A1 mittels einer Bezugspotentialleitung, der 
Kontakt A2 mit dem Kondensator C1 und mit einer Sig- 
naldetektoreinheit SD verschaltet. Femer ist die Signal- 
detektoreinheit SD mit der Versorgungsspannungslei- 
tung verschaltet an der eine Versorgungsspannungs- 
einheit VS die Versorgungsspannung VDD anlegt. Des 
weiteren ist die Spannungsquelle SP mit der Versor- 
gungsspannungsleitung verbunden. Femer ist die Steu- 
ereinheit CU mit derVersorgungsspannungsleitung und 
mit der Signaldetektoreinheit SD verschaltet. Des Wei- 
teren ist die Steuereinheit CU mit einem ersten Sensor 
SENSOR1 und einem zweiten Sensor SENSOR2 ver- 
bunden. Diese beiden Sensoren SENSOR1 und 
SENSOR2 sind femer mit der Versorgungsspannungs- 
leitung und der Bezugspotentialleitung verschaltet. Fer- 
ner ist der Sensor SNESOR2 und die Verso rgun gsspan- 
nungseinheit VS ntcht innerhaib der integrierten Schai- 
tung IC angeordnet. 

[0014] Im Folgenden wird die Funktionsweise der 
Sende- und Empfangseinrichtung SE3 erlautert Mittels 
der Dipolantenne DM wird das von der Sende- und 
Empfangseinrichtung SE2 ausgesendete HF-Signal 
von dem Transponder empfangen. Im Unterschied zu 
der in Zusammenhang mit den Zeichnungsunteriagen 
der Fig. 1a eriauterten Sende- Empfangseinrichtung 
SE1 wird nur ein sehr geringer Teil des Signals absor- 
biert, da die Versorgungsspannung VDD von der Ver- 
sorgungsspannungseinheit VS, die beispielsweise als 
Folienbatterie ausgebildet 1st, erzeugt wird. Zur Uber- 
tragung von Daten von der Sende- und Empfangsein- 
richtung SE3 an die Sende-. und Empfangseinrichtung 
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SE2 wird durch die Variation der Spannung VMOD eine 
Impedanzanderung im Antennenkreis erzeugt und die 

PhasedesrOckgestreutenSignalgeandertCPSK-Modu- 
lation). Sofern der Antennenkreis nicht vollstandiq ver- 
stmmt wird bleibt die Hohe des ruckgestreuten Signals 
.m 2e.tl.chen Mittel nahezu gleich. Ferner ist die Fre- 
quenz der Spannung VMOD klein gegenuber der Fre- 
quenz des empfangenen HF-Signab. 2ur Erhohung der 
Kommunikationssicherheit wird die Feldstarke des an- 
kommenden Tragers von der Signaldetektoreinheit SD 
die bespielsweise als RSSI Schaltung ausgefuhrt ist' 
bestimmt und der Steuereinheit CU, die beispielsweise 
als Zustandsmaschine Oder als Mikroprozessor ausqe- 
fuhrt st, mitgeteilt. Ferner wird mittels der Signaldetek- 
toremheit SD in Verbindung mit der Steuereinheit CU 
die Daten des Fragesignals extrahiert. Des Weiteren 
lassen sich die mittels den Sensoren SENSOR1 und 
SENSOR2 ermittelten Umgebungsdaten mittels der 
Steuereinheit CU und mittels der Spannungsquelle SP 
auf die rtickgestreute Tragerwelle aufmodulieren. Des 
We,teren ist die Reichweite der Datenubertragung im 
Unterschied zu der Sende- und Empfangseinrichtung 
j wese "«toh erhoht, da keine Signalabsotption durch 
den GlcichrichterGL erfolgt. 

[001 5] In der Figur 2a ist eine Abfolge von Halbleiter- 
schichten fur die Kapazitaten CI undC3dargestellt mit- 
tels dersich Kondensatoren hoher Gute innerhalb eines 
Standard CMOS Prozesses herstellen lassen Im Fol- 
genden wird die Abfolge der Schichten ertautert Auf ei- 
nem Halbleitertrager HL wird eine leitfahige Schicht L3 
beispielsweise durch Dotierung Oder Metallisierung er- 
zeugt Diese vorzugsweise sehr niederohmige Schicht 
L3 wird mit dem Bezugspotential verschaltet. Auf der 
Schicht L3 wird eine isolierende Schicht, beispielsweise 
durch eine CVD-Abscheidung Oder Oxidation erzeugt 
deren D .cke vorzugsweise obemalb einem urn liegt' 
Nachfolgend wird eine moglichst niederohmige leitfahh 
ge Schicht L2, beispielsweise aus dotiertem Polysilizi- 
um mittels Abscheideprozesses oder aus Metall er- 
zeugt. Die Schicht L2 wird entweder mit dem Knoten K1 
be. der Verwendung als Kapazitat C1 oder mit derLei- 
tung LM1 bei der Verwendung als Kapazitat C3 ver- 
Mhaltet. Nachfolgend wird eine dOnne dielektrische 
Scheht, beispielsweise aus Nitrid mittels eines 
CVD-Prozesses. erzeugt. Die Dlcke der Schicht lieqt 
vorzugsweise im Bereich von welnigen Zehntel pm. 
Nachfolgend wird eine moglichst niederohmige Schicht 
U. beispielsweise aus Polysilizium oder aus Metall er- 
zeugt, die mit dem Knoten K2 oder mit der Leitung LM2 
verschaltet wird. Mittels des Anschlusses derSchicht L3 
die moghchst niederohmig mit dem Bezugspotential 
verschaltet ist, wird die Gute der Kapazitat C1 bzw C3 
wesentlich erhoht, d.h. der Realteil stark emiedrigt Bei 
der Umsetzung in das Layout wird die Flache der 
Schicht L3 groBer als die Flache der Schichten L2 L1 
gewahlt. ' 

£0016] In der Figur 2b ist die Anordnung der beiden 
Kapazitaten C1 und C3 im Layout dargestellt. Hierbei 



wetsen be.de Kapazitaten C1 und C3 eine gemeinsame 
Schtcht L3 auf., wobei die flachenhafte Ausdehnung der 
Sch.cht L3 groBer als die Summe der Flachen der 
Schicht L1C1 und der Schicht L1C3 gewahlt wird. Ein 
Vorteil der gemeinsamen Schicht L3 ist, der sehr nie- 
derohmige AnschluB an das Bezugspotential und ein 
gennger Flachenverorauch in der integrierten Schal- 
tung IC. 

[0017] Die integrierte Schaltungsanordnung wird ei- 
nem Emsatz in einem Transponder durch weitere Funk- 
fconseinherten erweitert. Insbesondere wird von der 
Steuereinheit eine Demodulation des empfangenen Si- 
gnals und eine Auswertung der Daten durchgefuhrt, wie 
er beispielsweise bei einem IdentifikationsprozeB im 
Rahmen einer Authentifizierung notwendig ist 

Patentansprfiche 

20 1. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 SE3) fur 
eine kontaktlose Datenubertragung die ein Frage- 

signal als Antwortsignalmoduliertzuruckstreut, und 
die Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 SE3) 
eine integrierte Schaltungsanordnung (IC) mit we- 
nigstens zwei Kontaktflachen (A1, A2) zum An- 
schluB einer Antenne (DM) enthalt, 
dadurch gekennzeichnet, daB 
die integrierte Schaltungsanordnung (IC) zur 
Steuerung des rQckgestreuten Anteils des Fragesi- 
gnals zwischen den Kontaktflachen (A1 A2) eine 
Serienschaltung aus einer ersten, einer zweiten 
und emer dritten Kapazitat (C1 , C2. C3) enthalt, und 
die zweite Kapazitat (C2) ein Varaktor ist. 

& 2. Sende- und Empfangseinrichtung nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Kapa- 
zitat ein MOS-Varaktor (C2) ist. 

3. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die in- 
tegrierte Schaltungsanordnung (IC) zur Erzeugung 
einer Impedanzanderung des MOS-Varaktors (C2) 
eine steuerbare Spannungsquelle (SP) enthalt. 

43 4. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der ruckgestreute Anteil der Frage- 
signals eine Phasenmodulationskomponente ent- 
halt. 

so 

5. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Phasenmodulationskomponente symmetrisch be- 
zughch der Realteilachse liegt. 

6. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die integrierte Schaltungsanordnung 
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(IC) zur Erzeugung einer Versorgungsspannung ei- 
ne Gleichrichtereinheit (GL) enthalt. 

7. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB die Sende- und Empfangseinrich- 
tung (SE1 , SE3) zur Erzeugung einer Versorgungs- 
spannung (VDD) eine Versorgungsspannungsein- 
heit (VS), insbesondere eine Batterie, enthalt. 

w 

8. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die in- 
tegrierte Schaltungsanordnung (IC) zur Ermittlung 
der Signalstarke eine Signaldetektoreinheit (SD) 
enthalt '5 

9. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
Anspruch 7 Oder Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sende- und Empfangseinrich- 
tung (SE1 t SE3) zur Ermittlung von Umgebungs- 20 
groBen wenigstens einen Sensor (SENSOR1, 
SENSOR2) enthalt. 



gesendeten Fragesignals. 

Verwendung der Sende- und Empfangseinrichtung 
(SE1, SE3) nach Anspruch 14 zum Aufbau einer 
Kommunikationseinrichtung, bestehend aus einer 
passiven Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , 
SE3). 

Verwendung der Sende- und Empfangseinrichtung 
(SE1, SE3) nach Anspruch 14 zum Aufbau einer 
Kommunikationseinrichtung, bestehend aus einer 
semi-passiven Sendeund Empfangseinrichtung 
(SE1.SE3). 

Verwendung der Sende- und Empfangseinrichtung 
(SE1, SE3) nach Anspruch 16 zur Kontrolle des 
Reifendruckes, wobei die Versorgungsspannung 
mittets eines piezoelektrischen Elementes erzeugt 
wird. 



10. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
Anspruch 7 oder Anspruch 8, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB die integrierte Schaltungsanordnung 
(IC) eine Speichereinheit enthalt. 



11. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
einem der Anspruche 1 bis 1 0, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB die erste und die dritte Kapazitat 

(C1 t C3) jeweils drei ubereinanderliegende leitfahi- 
gen Schichten (L1 , 12 ,L3), die auf einem Halblei- 
tertrager (HL) aufgebracht sind, enthalt, und zwi- 
schen der ersten und der zweiten leitfahigen 35 
Schicht (L1 , L2) eine dielektrische Schicht (Dl), und 
zwischen der zweiten und der dritten leitfahigen 
Schicht (L2, L3) eine Isolationsschicht (ISO) einge- 
zogen ist. 

40 

12. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
Anspruch 11. dadurch gekennzeichnet, daB die 
dritte leitfahige Schicht (L3) einen niederohmigen 
AnschluB an ein Bezugspotential enthalt und von 
ihrer f lachenhaften Ausdehnung groBer als die er- 4s 
ste Oder die zwelte leltffihlge Schicht (L1.L2) ist. 



13. Sende- und Empfangseinrichtung (SE1 , SE3) nach 
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die 
erste und die zweite Kapazitat (C1 , C2) eine ge- so 
meinsame dritte leitfahige Schicht (L3) enthalt. 



14. Verwendung der Sende- und Empfangseinrichtung 
(SE1 , SE3) nach einem der vorangegangenen An- 
spruchen zum Aufbau einer Kommunikationsein- 55 
richtung, bestehend aus der Sende- und Empfangs- 
einrichtung (SE1 , SE3) zum Ruckstreuen eines von 
einer Sende- und Empfangseinrichtung (SE2) aus- 
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